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(57) Спосіб вирощування безвисадкових насінників
цукрових буряків, що включає розміщення ПОСІВІВ
насінників після оптимальних попередників, вне-
сення органічних та мінеральних добрив,
підготовку грунту до сівби насіння, догляд за рос-
линами в ОСІННІЙ період, вегетаційні поливи, укри-
вання маточних буряків ґрунтом на зиму, розкрит-
тя розеток коренеплодів весною, внесення
органічних та мінеральних добрив, догляд за рос-
линами у весняно-літній період, вегетаційні поли-
ви, збирання урожаю насіння, який відрізняється
тим, що укривання маточних буряків на зиму про-
водять пошарово разом з внесенням органічних
добрив за один прохід агрегату шляхом смугового
поверхневого внесення сипучих органічних добрив
у зону рядків з рослинами з одночасним
підгортанням ґрунту із середини міжрядь до зони
рядків і укладанням його поверх органічних доб-
рив, причому ширина смуги внесених органічних

добрив "т" дорівнює одній третині ширини
міжрядь "М"

1
т = - х М ,

З
де т - ширина смуги внесених органічних добрив,
см,
М - ширина міжрядь, см (ЗО, 45, 60),
а товщина шару ґрунту встановлюється за
співвідношенням
гіг=Нз- h0,
де hr - товщина шару ґрунту, що укладається на
шар органічних добрив, см,
Нз - загальна висота укривання коренеплодів
(H3=hr+ho=6 см),
ho - товщина шару органічних добрив над
голівками коренеплодів (ho=1 2 см),
розкривання розеток маточних коренеплодів про-
водять весною разом з перемішуванням укривних
органічних добрив з грунтом і локальним внесен-
ням мінеральних добрив у міжряддя на глибину,
яка дорівнює
Нм=(3 4)h,
де Нм - глибина внесення мінеральних добрив у
ґрунт, см,
h - товщина шару ґрунту і органічних добрив після
перемішування , (h=3 4 см)

(О

ю
Винахід стосується сільського господарства,

зокрема технології вирощування безвисадкових
насінників цукрових буряків

Відомий спосіб вирощування безвисадкових
насінників цукрових буряків (А В Добротворцева
Агротехника сахарной свеклы на семена М Агро-
промиздат, 1986 -192с) Цей спосіб характеризу-
ється ознаками розміщення ПОСІВІВ насінників піс-
ля оптимальних попередників, внесення
органічних та мінеральних добрив, підготовка ґру-
нту до сівби насіння, сівба насіння, догляд за рос-
линами безвисадкових насінників в ОСІННІЙ пероі-
од, вегетаційні поливи, укривання маточних
буряків ґрунтом на зиму, розкриття розеток коре-
неплодів весною, внесення органічних та мінера-
льних добрив, догляд за рослинами у весняно-

ЛІТНІЙ період, вегетаційні поливи у весняно-літнш
період, збирання урожаю насіння

Такі ознаки відомого способу як розміщення
ПОСІВІВ після оптимальних попередників, внесення
органічних та мінеральних добрив, підготовка ґру-
нту до сівби, сівба насіння, догляд за рослинами
безвисадкових насінників в ОСІННІЙ період, вегета-
ційні поливи, укривання маточних буряків ґрунтом
на зиму, розкриття розеток коренеплодів весною,
внесення органічних та мінеральних добрив, до-
гляд за рослинами у весняно-літній період, веге-
таційні поливи у весняно-літній період, збирання
урожаю насіння збігаються з ознаками пропонова-
ного винаходу

Але незважаючи на наявність у відомому спо-
собі цих спільних ознак при цьому не забезпечу-
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ється надійний захист маточних коренеплодів без-
висадкових насінників від низьких зимових темпе-
ратур із-за укриття їх тільки одним ґрунтом, що
приводить до його промерзання і відсутності до-
ступу повітря до коренеплодів, внаслідок чого зна-
чна частина рослин гине Крім того застосування
відомого способу потребує додаткових затрат
праці, енергії та коштів тому, що кожна технологіч-
на операція, а саме внесення органічних добрив,
укривання маточних буряків на зиму, розкривання
розеток коренеплодів весною, внесення мінераль-
них добрив виконується окремим агрегатом

Отже, відомий спосіб не забезпечує надійне
укривання маточних коренеплодів безвисадкових
насіннників цукрових буряків на зиму з доступом
повітря до коренеплодів, а весною одночасне роз-
криття розеток коренеплодів з внесенням мінера-
льних добрив за один прохід агрегату, що призво-
дить до зрідженості ПОСІВІВ, зниження урожайності
насіння, значних затрат праці та матеріальних ко-
штів на вирощування насіння цукрових буряків

В основу винаходу поставлена задача вдоско-
налити спосіб вирощування безвисадкових насін-
ників цукрових буряків шляхом поєднання техно-
логічних операцій, які виконуються одним
агрегатом за один прохід, а саме пошарове укри-
вання маточних буряків на зиму сипучими органіч-
ними добривами і ґрунтом над головками корене-
плодів за встановленою схемою, розкриття
розеток коренеплодів весною разом з перемішу-
ванням органічних добрив з ґрунтом і локальним
внесенням мінеральних добрив при співвідношенні
глибини внесення органічних і мінеральних добрив
за встановленою схемою

Поставлена задача досягається тим, що у ві-
домому способі, який включає розміщення насін-
ників після оптимальних попередників, внесення
органічних та мінеральних добрив, підготовку ґру-
нту до сівби, сівбу насіння, догляд за безвисадко-
вими насінниками в ОСІННІЙ період, вегетаційні по-
ливи, укривання маточних буряків ґрунтом на
зиму, розкриття розеток коренеплодів весною,
внесення органічних та мінеральних добрив, до-
гляд за рослинами у весняно-літній період, веге-
таційні поливи, збирання урожаю насіння, згідно з
винаходом укривання маточних буряків на зиму
проводять пошарово разом з внесенням органіч-
них добрив за один прохід агрегату шляхом смуго-
вого поверхневого внесення сипучих органічних
добрив у зону рядків з рослинами з одночасним
підгортанням ґрунту із середини міжрядь до зони
рядків і укладанням його поверх органічних доб-
рив, причому ширина смуги внесених органічних
добрив " т " дорівнює одній третині ширини між-
рядь "М"

1
m = - х М,

З
де m - ширина смуги внесених органічних доб-

рив, см,
М - ширина міжрядь, см (ЗО, 45, 60), а товщина

шару фунту "hr" встановлюється за співвідношен-
ням

hr=H3-ho,
де h r товщина шару ґрунту, що укладається

на шар органічних добрив, см,
Нз - загальна висота укривання коренеплодів

(Нз= h r+ ho = 6см),
Но - товщина шару органічних добрив над го-

ловками коренеплодів (ho = 1 2см)
Розкривання розеток маточних коренеплодів

проводять весною Під час розкривання розеток
коренеплодів відбувається перемішування укри-
ваних органічних добрив з фунтом і одночасно
локально вносяться мінеральні добрива у міжряд-
дя на глибину, яка дорівнює

Нм=(3 4)h,
де Нм - глибина внесення мінеральних добрив

у ґрунт,
h - товщина шару фунту і органічних добрив

після перемішування
(h = 3 4см)
В запропонованому винаході нова (відмінна)

ознака - укривання маточних буряків безвисадко-
вих насінників на зиму проводять пошарово за
один прохід агрегату, спочатку смуговим внесен-
ням сипучих органічних добрив, а поверх них
укладають необхідну КІЛЬКІСТЬ фунту, шляхом під-
гортання його з середини міжрядь до рядків з рос-
линами Причому ширина смуги внесення органіч-
них добрив " т " дорівнює одній третині ширини
міжрядь "М" Це зв'язано з забезпеченням підгор-
тання необхідної КІЛЬКОСТІ фунту у зону рядків при
загальній висоті укривання Н = 6см

Так, при ширині міжрядь М = 30,45 і 60см ши-
рина смуги внесення сипучих органічних добрив
дорівнює

1
m = - х М,

З
ВІДПОВІДНО 10, 15 і 20см
Товщина шару ґрунту над головками корене-

плодів "hr" з метою забезпечення доступу повітря
до коренеплодів встановлюється залежно від то-
вщини шару органічних добрив за співвідношен-
ням

h r=H3-h0,
де Нз - загальна висота укривання коренепло-

дів за результатами досліджень (Нз = 6см),
ho - товщина шару органічних добрив над го-

ловками коренеплодів (ho =1 2см)
Так при товщині шару органічних добрив ho

=1 2см товщина шару ґрунту над головками ко-
ренеплодів дорівнює

hr = Нз-ho = 6см - (1 2см) = 5 4см
Отже, встановлене співвідношення між зага-

льною висотою укривання коренеплодів "Нз", тов-
щиною шару органічних добрив "ho" і товщиною
шару ґрунту "hr" над головками коренеплодів за-
безпечує надійний захист маточних коренеплодів
від можливих низьких зимових температур в зоні
вирощування безвисадкових насінників на ПІВДНІ
України тому, що при цьому співвідношенні шару
органічних сипучих добрив, шару ґрунту з підгор-
танням його з двох сторін рядків до пучків стебел
гички рослин, пучки стебел гички виконують роль
вентиляційних каналів (душників), забезпечуючи
доступ повітря до коренеплодів Внаслідок цього
зменшується загибель рослин від задухи і зрідже-
ність ПОСІВІВ безвисадкових насінників в 1,3 1,8
раза

Нова (відмінна) ознака - розкривання розеток
маточних коренеплодів весною проводять разом з
перемішуванням укривочних органічних добрив з
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ґрунтом і локальним внесенням мінеральних доб-
рив у міжряддя за один прохід агрегату, глибина
внесення яких "Нм" встановлюється за співвідно-
шенням

Нм=(3 4)п,
де Нм- глибина внесення мінеральних добрив

у ґрунт, см,
h - товщина шару ґрунту і органічних добрив

після перемішування, (п = 3 4см)
Так, при глибині внесення органічних добрив h

= 3,0см глибина заробки мінеральних добрив дорі-
внює

Н м =(3 4 ) х п = (3 4 ) х З = 9 12см,
а при h =4,0см ВІДПОВІДНО 12 16см
Отже, встановлене співвідношення між глиби-

ною внесення мінеральних добрив в ґрунт "Нм" та
товщиною шару ґрунту і органічних добрив після
перемішування, забезпечує необхідний розподіл
по глибині поживних речовин у фунті і створює
більш сприятливі умови для засвоєння їх росли-
нами безвисадкових насінників Це дає можливість
підвищити урожайність насіння в середньому на
2,5 ц/га

Нові (ВІДМІННІ) ознаки при взаємодії з відомими
ознаками забезпечують виявлення нових техніч-
них властивостей винаходу поєднання технологі-
чних операцій, які використовуються одним агре-
гатом за один його прохід, а саме пошарове
укривання маточних коренеплодів органічними
добривами і ґрунтом на зиму з доступом до коре-
неплодів повітря за встановленою схемою, роз-
кривання розеток маточних коренеплодів весною і
локальне внесення мінеральних добрив у міжряд-
дя Наслідком виявлення цих властивостей є оде-
ржання технічного результату, що проявляється у
підвищенні урожайності насіння на 14,0% (2,5ц/га),
зменшенні затрат праці на 3,3% (1,1люд -год /га)
витрат пального - на 4,0% (10,1 кг/га), прямих екс-
плуатаційних затрат коштів -на 8,1%
(364,53грн/га), затрат коштів на 1,0ц насіння - на
23,6% (52,0грн)

Це підтверджується результатами досліджень
одержаних в господарстві "Авангард" Сакського
району Автономної Республіки Крим (табл 1,
табл 2)

Таблиця 1

Оцінка врожайності насіння цукровіх буряків (за критерієм ІСТОТНОСТІ Стьюдента "t")
при вирощуванні безвисадкових насінників різними способами

Спосіб вирощування
безвисадкових на-
сінників цукрових

буряків

Запропонований
Відомий

Середня уро-
жайність насіння

х, ц/га

20,3
17,8

Різниця сере-
дніх

d = х-| -Х2,
ц/га

2,5

Середнє квадра-
тичне відхилення

5, ц/га

0,98
1,06

Помилки серед-
ніх вибіркових,

5, ц/га

0,57
0,61

t _ X 1 " X 2
/ 2 2

Vm1 ± m 2

3,6

При ОЦІНЦІ середніх значень урожайності на-
сіння цукрових буряків запропонованим і відомим
способом вирощування за критерієм ІСТОТНОСТІ
Стьюдента "t" його значення було більше "З" і ста-
новило 3,6 (табл 1) Це свідчить проте, що різниця
урожайності насіння цукрових буряків при пропо-
нованому способі вирощування порівняно з відо-
мим з ймовірністю 0,99 істотна

Пошарове укривання маточних коренеплодів
буряків на зиму сипучими органічними добривами і
ґрунтом одним агрегатом за один його прохід, а
також розкривання розеток коренеплодів весною
разом з внесенням мінеральних добрив дає мож-
ливість зменшити затрати праці, витрати пального,
прямі експлуатаційні витрати коштів (табл 2)

Таблиця 2

Економічна ефективність застосування запропонованого способу
вирощування безвисадкових насінників цукрових буряків

Спосіб вирощування безви-
садкових насінників цукро-

вих буряків
Запропонований
Відомий

Затрати праці,
люд,- год /га

33,3
34,4

Витрати пального, кг/га

254,3
264,4

Прямі експлуатаційні затрати кош-
тів

грн /га
4475,62
4840,15

грн /ц
220,5
272,5

Запропонований винахід пояснюється крес-
леннями На фіг 1 показана схема пошарового
укривання маточних коренеплодів безвисадкових
насінників цукрових буряків на зиму, на фіг 2 -
схема розкриття розеток маточних коренеплодів
весною і локального внесення мінеральних доб-
рив

Запропонований спосіб вирощування безви-

садкових насінників цукрових буряків виконують
так Безвисадкові насінники розміщують після оп-
тимальних попередників, вносять органічні та мі-
неральні добрива, готують ґрунт до сівби, сіють
насіння, доглядають за рослинами в ОСІННІЙ пері-
од, проводять вегетаційні поливи, пошарово укри-
вають маточні буряки на зиму в рядках органічни-
ми добривами 1 і фунтом 2 одним агрегатом за
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один його прохід (фіг 1) При русі, наприклад,
культиватора УСМК-5,4, обладнаного спеціальним
пристроєм для внесення сипучих органічних доб-
рив, в агрегаті з трактором ЮМЗ- 6Л в рядки мато-
чних буряків вносять сипучі органічні добрива 1,
ширина смуги яких залежно від ширини міжрядь
ЗО, 45 або 60см дорівнює ВІДПОВІДНО 10, 15 і 20см,
товщиною шару - 1 2см Одночасно з цим ґрунт 2
із середини міжрядь переміщається до зони рядків
і укладається поверх органічних добрив 1 шляхом
підгортання рослин в рядку з двох боків Товщина
шару ґрунту 2 над органічними добривами дорів-
нює 4 5см і встановлюється залежно від товщини
шару органічних добрив так, щоб загальна висота
шару укривання маточних коренеплодів становила
6см

Весною розкривають розетки маточних коре-
неплодів одночасно з перемішуванням органічних
добрив 1 з ґрунтом 2 і локальним внесенням міне-
ральних добрив 3 (фіг 2), наприклад, вздовжряд-
ним проріджувачем УСМП-5,4, обладнаним при-
строєм для внесення мінеральних добрив і

розкривання розеток маточних коренеплодів, в
агрегаті з трактором ЮМЗ-6Л Мінеральні добрива
вносяться на загальну глибину 9 16см, до складу
якої входить шар перемішаних органічних добрив
з ґрунтом 4

Запропонований спосіб вирощування безви-
садкових насінників забезпечує пошарове укри-
вання маточних коренеплодів на зиму органічними
сипучими добривами і ґрунтом одним агрегатом за
один його прохід при оптимальному співвідношен-
ні товщини шару органічних добрив і шару ґрунту
над головками коренеплодів, а весною - розкриття
розеток коренеплодів одночасно з локальним вне-
сенням мінеральних добрив на оптимальну глиби-
ну Це дає можливість покращити агрофізичні
умови для розвитку рослин, зменшити зрідженість
ПОСІВІВ в 1,3 1,8 раза, підвищити урожайність
насіння на 2,5ц/га, знизити затрати праці на
1,1люд,- год /га, витрати пального - на 10,1 кг/га,
зменшити прямі експлуатаційні затрати коштів на
364,53грн /га

з ч


